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习题1-考虑一个金属－半导体结：金属的功函数为4.0 eV, 假设的半导体能隙, Eg, 
为1.4 eV, 电子亲和能3.5 eV, 并且导带的有效态密度为1019cm-3, 由掺杂1016cm-3

 

施主原子（在室温可假设全部电离）成为n型。  
 
a) 此半导体样品的功函数是多少？注 : 为方便起见你可假设在室温时kT ln 10 = 
0.06 eV. 
 
b) 此肖特基二极管的势垒高度是多少？耗尽层宽度在热平衡时，即零偏置时，是多
少？ 考虑该半导体有1013

 cm-2 表面态位于  0.3 Eg 高于价带. 假设这些表面态在空
的时候是电中性的。  
c) 由于这些表面态的存在该半导体裸表面的条件是什么 ,即耗尽，收集，或不变。
如是耗尽，求耗尽层宽度和表面态在热平衡时的占据比例。 
 
现在回到金属－半导体结，当这些表面态存在时，假设金属表面电荷层的中心距离
这些表面态的电荷为20nm。  
 
d) 考虑有表面态的肖特基二极管的势垒高度是多少？耗尽层宽度在热平衡时是多
少？并求出表面态的占据率。  
 
习题 2 – 写出一个金属－半导体结中由于镜向力造成的势垒降低的近似表达式，讨
论与掺杂程度, Nd, 和无镜像降低时势垒高度φBo 的函数关系。 
 
习题 3 - 比较两种情况下的饱和电流 , IS：n型硅的金属－半导体结Nd = 1017 cm-3,
和同样的n型硅上的p－n结使用(a) Na = 1018 cm-3 and (b) Na = 1016 cm-3。  
假设少子载流子的寿命无穷长 , n- 和 p-区域长度为  1 µm (在计算中可忽略耗尽层
宽度), 低电场的电子移动率 , µe, of 1600 cm2/V-s, 低电场的空穴移动率 600 
cm2/V-s, 本征载流子浓度, ni, 为1010 cm-3, 金属－半导体结的势垒高度qφB为 0.7 
eV。肖特基二极管的电流采用热离子发射模型。 
 
习题 4 – 阅读文献  
a) 找出下列文献: Applied Physics Letters, Vol. 80 (27 May 2002), 



pp. 3967-3969. 
 
i) 该文献报告了什么新内容？  
ii) 他们采用了什么测量方法得到他们的结论？   
iii) 为什么其他人对此需重视？  
 
b) 考虑四组分  GaNxAs1-x. 对于小x值，它会以体心立方锌晶格形式结晶，就像GaAs
一样。  
i) 根据第一课的讨论，当x为很小的值时, 能隙是如何随x变化(例如, 在  GaAs附
近)? 
ii) 根据该文献的知识来确定，当x为很小的值时 , 能隙是如何随x变化。你可能会发
现用1-y Iny N As1-x的知识来解决此问题更容易，当y值很小的时候与此问题是类似的。
指出你所用的文献。  
 
c) 寻找有关半导体中饱和速度的解释，并给出25－50字的小结，附上你的解释来
源。 
 
 


